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要約 【利用分野】

リン光発光材料、リン光発光材料の製造方法、及びリン光発光素子に関する。

特に、製膜した場合に、水平配向性等に優れたリン光発光材料、リン光発光材

料の製造方法及びリン光発光素子に関するもの。

【発明の内容】

薄膜を形成した場合の水平配向性等に優れたリン光発光材料、

及びリン光発光材料を用いた発光素子を提供する

表わされる。即ち、

中心金属と、β－ジケトン型配位子と、を分子内に有することを特徴とする。

（一般式（１）中、末端置換

ルキル基等であり、ａ～ｌ及びｏ～ｓは、水素原子等であり、中心金属Ｍは、

白金等であり、繰り返し数ｍ及びｎは、０～４の整数である。）
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特に、製膜した場合に、水平配向性等に優れたリン光発光材料、リン光発光材

料の製造方法及びリン光発光素子に関するもの。

薄膜を形成した場合の水平配向性等に優れたリン光発光材料、

及びリン光発光材料を用いた発光素子を提供するもので、下記一般式（１）で

る。即ち、直鎖状の共役系構造と、２－フェニルピリジン配位子と、

－ジケトン型配位子と、を分子内に有することを特徴とする。

（一般式（１）中、末端置換基Ｒ1 及びＲ2 は、水素原子、炭素数１～２０のア

ルキル基等であり、ａ～ｌ及びｏ～ｓは、水素原子等であり、中心金属Ｍは、

白金等であり、繰り返し数ｍ及びｎは、０～４の整数である。）
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